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Einfallsrichtung von Licht

Einen winzigen Mikroc hip zur Bestimmung der Lichteinfallsrichtung
. Die kleine Bauform und die

schungsinstitut entwickelt
massentaugliche MEMS- Fertigungstechnologie
sche Sensor basiert auf vier integrierte
Siliziumsubstrat.

Sensoren zur Erkennung des Einfallswinkels von
Licht sind z.B. aus Nachfiihrsystemen von
Photovoltaikanlagen bekannt. Sie werden einge-
setzt, um die Energieeffizienz zu erhdhen. Typi-
scherweise bestehen sie aus mehreren, diskreten
Elektronik- und Optikkomponenten, deren Montage
aufwandig ist. Fertigungsbedingt sind diese hybri-
den Aufbauten relativ grofl3 und ihre Leistungspa-
rameter weisen eine hohe Streubreite auf.

Die neue RISEQ-Sensortechnologie des CiS For-
schungsinstitutes ermdglicht die Entwicklung und
Fertigung monolithisch integrierter, richtungssensi-
tiver Sensoren. Die Lichteinfallsrichtung kann auf
wenige Grad bestimmt werden. Das Grundkonzept
basiert auf der Integration von vier Fotodioden in
den Wanden einer Kavitat im Silizium (Abb. 1, 2).
Je nach Design kann die Grole des gesamtes
Sensormoduls unter 1 mm?3 betragen. Der monoli-
thische Aufbau des Sensors erweist sich als un-
empfindlich gegeniber Erschitterungen. Die
RISEQ-Sensortechnologie ermoglicht niedrige De-
sign- und Herstellungskosten und eine minimale
Bauteilstreuung sowie hohe Reproduzierbarkeit
und Konstanz der elektrischen Parameter (Abb. 3).
Mit diesen Eigenschaften sind RISEQ-Sensoren
attraktiv fur alle Anwendungen, die eine richtungs-
abhangige Bestimmung des Lichteinfalls ben6ti-
gen. Beispielhaft seien genannt die Steuerung mo-
derner Beleuchtungstechnik, die Strahlfihrung in
der Lasertechnik, die Regelung smarter Displays,
Anwendungen in der Gebaudeautomation oder der
Klimatechnik und die Sicherheit im Automobil.
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Abb. 2: REM-Aufnahme des RISEQ-Sensors

Homogenitat
1566
: e s 154

LOE:S / — 10

- e S
SO.0E-8 . a5

— I
00.0E+0 750
o 90 180 270 360

Azimut [*]

Photostrom [A]

Abb. 3: Die Homogenitat der vier Gberlagerten
phasenverschobenen Fotodiodensignale
zeigen die hohe Qualitat der verwendeten

Mikrosystemtechnologien

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Projekt RISEQ wurden geférdert durch das Bun-
desministerium fir Wirtschaft und Energie (FKZ: MF130154).

Presseinfo 02/2017
Der Text und die Bilder in Druckqualitat stehen unter www.cismst.de im Bereich
"Aktuelles / Presseinformationen” zum Download zur Verfiigung



Forschungsinstitut
fur Mikrosensorik GmbH

Prasentation zur:
Hannover Messe, 24. - 28. April 2017, Hannover, Halle 4 Stand F34
SENSOR+TEST, 30. Mai - 1.Juni 2017, Niurnberg, Halle 1 Stand 1-150

Uber die CiS Forschungsinstitut fir Mikrosensorik G mbH

Die CiS Forschungsinstitut fur Mikrosensorik GmbH ist ein fihrender Entwicklungspartner in den
Bereichen optische, mikromechanische, piezoresistive Sensoren sowie Siliziumdetektoren. Sie
beschéftigt 120 Mitarbeiter und unterstutzt Unternehmen bei der Entwicklung kundenspezifischer
Ldsungen in den Bereichen Sensorik und Mikrosystemtechnik und fertigt diese in Kleinserien. Ba-
sis ist die Siliziumtechnologie mit den Spezialitaten: 3D-Strukturierung, Stapeltechnologien und
beidseitige Wafer-Prozessierung.
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